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  Топологічний діелектрик(ТД) — це матеріал, який всередені(в об’ємі) є звичайний діелектриком, а на його поверхні існують енергетичні рівні, завдяки яким по поверхні може текти електричний струм. Прикладами таких речовин є:  Bi2Se3,  Bi2Te3,  Sb2Te3. ( див. Наприклад [1] ). У роботі [2] виникла ідея спарювання електронів з однієї поверхні та дірок з іншої. Розвиваючи цю ідею ми розглядали випадок спарювання електронів та дірок з різних поверхонь ТД для двох просторових структур: ТД на підкладці зі звичайного діелектрика(Д) та гетероструктура ТД — Д — ТД. Перпендикулярно нашим структурам прикладається магнітне поле, тому на поверхнях ТД виникають енергетичні рівні Ландау. Ми розглядали спарювання на нульовому рівні Ландау. За деяких умов електрон з однієї поверхні та дірка з іншої можуть створити зв’язаний стан(бозе-квазічастинка). Таким чином виникає двомірний газ таких квазічастинок. Рух такої квазічастинки еквівалентний двом рівним за модулем, але різним за напрямком електричним струмам на різних поверхнях. При деякій температурі цей двомірний газ може перейти у надплинний стан. Використовуваний формалізм аналогічний розвиненому в [3].

  Було проведено чисельний розрахунок і знайдені критичні значення відстані між поверхнями ТД як функції діелектричної проникності  та температури надплинного переходу(температура переходу двомірного газа електрон-діркових пар у надплинний стан) як функції магнітного поля. Для обчислень бралося значення діелектричної проникності ТД — 80. Значення діелектричної проникності для Д бралися такі: 1, 4, 12 ( для структури ТД на підкладці ) та 12, 40, 80 ( для структури ТД — Д — ТД ).. У випадку ТД на підкладці відстань між двома поверхнями ТД обмежена знизу і зверху, а для гетероструктури ТД — Д — ТД вона обмежена тільки зверху. Приклади значень для структури ТД на підкладці для діелектричноі проникности Д рівної 4: dmax = 1.985, dmin = 0.597. Для гетероструктури ТД — Д — ТД для  діелектричної проникності Д рівної 4: dmax = 0.109. Тут відстань в одиницях магнітної довжини. Більш  високі температури надплинного переходу спостерігаються для структури ТД — Д — ТД.
  Для симметричної структури ( ТД — Д — ТД ) разбаланс факторів заповнення рівнів Ландау, який відповідає мінімуму енергіі системи дорівнює нулю. Для несимметричної структури ( ТД на підкладці ) він не дорівнює нулю та є функцією відстані між поверхнями ТД. Ця обставина накладає обмеження на відстань між поверхнями ТД знизу, тому що разбаланс не може бути максимальним ( дорівнювати одиниці по модулю, бо у такому випадку не буде спарювання електронів та дірок ).  На відміну від графенової гетероструктури [3], для реалізації надплинності електрон-діркових пар в структурі на основі ТД не має необхідності прикладати перпендикулярне поверхні електричне поле. 
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